ILERi ANALOG TUMDEVRE TASARIMI
Odev 4 (19. 3. 2003)

Aktif devre uygulamalarinda kullanilmak Gzere bir DO-OTA (dual g¢ikisl OTA)
devresi tasarlanacaktir. Devre 2.5V’luk simetrik kaynakla beslenecektir.
Iss < 100pA’lik kutuplama akiminda (Ust sinir 100pA) egimlerin gm = 150uA/NV
olmasi istenmektedir.

Yukarida belirtilen galisma noktasinda
» Egimin band genisligi fags > 30 MHz,
» Girig isaretinin lineer deg@isim araligi
-1.2V sV 1.2V
» Cikis direnci,
Ro+, Ro->10 MQ
olacaktir.

a- Devreyi 0.5 um CMOS teknolojisini kullanarak tasarlayiniz, tranzistorlarin
boyutlarini belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin

b- dc akim gecis karakteristigini ¢ikartiniz; (kutuplama akimi parametre olarak
alinacaktir),

b- dc gerilim gecis karakteristigini ¢ikartiniz; (kutuplama akimi parametre olarak
alinacaktir),

C- Om1 V€ Om2 gecis iletkenliklerinin Iss kutuplama akimi ile degisimlerini
(kutuplama akimi bagdimsiz degdisken olarak alinacaktir, gm1= 9gm1 (Iss), Om2 =
Im2(lss),

d- gm1 Ve gm2 gecis iletkenliklerinin frekansla degdisimini (kutuplama akimi
parametre olarak alinacaktir),

e- Zo+ ve Zo. c¢lkis empedanslarinin frekansla degisimini (kutuplama akimi
parametre olarak alinacaktir), her kutuplama akimi i¢in g¢ikig direncini ve ¢ikis
kapasitesini belirleyiniz,

Elde ettiginiz sonucglar  yorumlayiniz, 6ngdérdiguniz hedeflere ulasip
ulasamadiginizi arastiriniz.



